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Anmelder 

MATTSON THERMAL PRODUCTS GMBH et al. 



1 . piesenntenriationale vorlaufige Pruf ungsbericht wurde von der mit der intematonalen voriaufigen PrQfunq 
beauftragten Behorde erstellt und wird dam Anmelder gemSB Artikel 36 Qbermlltelt. 



2. DIeser BERICHT unnfaBt insgesamt 6 Blatter einschlleBlich dieses Deckblatts, 



ISI 



^"5^?^ ^^"^ Bericht ANLAGEN bel; dabei handelt es sich unn Blatter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
^1^^' Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter mrt vor dieser 
Behdrde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 



Diese Aniagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. DIeser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punklen: 

Gmndlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuhelt. erfinderische Tatlgkelt und gewerbliche Anwendbari<Q|t 
Mangelnde EInheftlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststeiiung nach Regel 66.2 a)ii) hinslchtllch der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkelt; Untertagen und Erkiarungen zur StQtzung dieser Feststeiiung 
Bestimmte angefQhrle Untertagen 
Bestimmte Mangel der intematlonalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur intematlonalen Anmeldung 



1 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


Vill 


□ 
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K Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprungtich 
eingereicht and sind itim nicht beigefQgt, weil sie Iceine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70 17))- 



Beschreibung, Seiten 

1 -21 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

^ 2 eingegangen am 1 1 .02.2005 mit Schreiben vom 09.02.2005 
Zeichnungen, Blatter 

1^-4/4 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden In dieser eingereicht sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. «yoi«ioiii, ouiern 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur VerfOgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b))- 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der IJbersetzung, die fur die Zwecke der Intemationalen voriaufigen PrQfung einqerelcht 
worden ist (nach Regel 55.2 und>bder 55.3). ^ « nyeieiuiii 

3. Hinsichtlich der in der Intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undfeder Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Forni enthalten Ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computeriesbarer Fonn eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich In schriftlicher Fonn eingereicht worden ist 

□ bei der Behorde nachtraglich in computeriesbarer Fomri eingereicht worden ist 

^ Erklamng, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 

Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeltpunkt hmausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Eri<larung daB die in computeriesbarer Fonm erfassten Infonnatlonen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dfeser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde Qber den Offenbamngsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericlit 
beizufOgen.) 

6. Etwaige zusdtzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeh; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 

Nein: Anspruche 1 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprOche: 1 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt I 

Grundlage des Berichts 

Die mit Schreiben vom 09.02.2005 eingereichten Anderungen bringen Sachverhalte ein, 
die inn Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT uber den Offenbarungsgehalt der interna- 
tionalen Anmeidung im Annneldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei um 
folgende Anderungen: 

Beschicliten des Wafer, um eine weitere optische Eigenschaft, insbesondere eine 
vorbestimmte Reflektlvitat, einzustellen 

Als Basis fur dieses IVIerlenal wird der urspriingliclie Ansprucli 1 1 zitiert. Jedoch lautet der 
ursprungliche Anspruch 11: "Verfahren nach einem vorhergehenden Anspruclie, dadurch 
gekennzeiclinet, dass der Wafer zusatzlicli beschichtet wird, unn die optische Eigenschaft 
einzustellen". 

Laut ursprunglichem Anspruch 1 1 wird also die optische Eigenschaft durch die 
Beschichtung eingestellt und nicht eine weitere optische Eigenschaft. 
Auch die relevante Stelle in der Beschreibung (Seite 8, Zeilen 22 - 27) spricht nur davon 
die optische Eigenschaft einzustellen, aber nicht eine weitere optische Eigenschaft. 
Zwar lautet der ursprungliche Anspruch 1 1 "Verfahren nach einem vorhergehenden 
Anspruche...", wobel Anspruch 10 (der wiederum "Verfahren nach einem vorhergehenden 
Ansp ruche..." lautet) aussagt, dass die Reflektlvitat auf einen Wert aus einem bevorzugten 
Wertebereich eingestellt wird, und Anspruch 9 aussagt, dass die Emissivitat auf einen 
Wert aus einem bevorzugten Wertebereich eingestellt wird; die Anspruche 9 und 10 
machen also nur die allgemeine Aussage, dass Emissivitat und Reflektlvitat jeweils auf 
einen Wert aus einem bevorzugten Wertebereich eingestellt werden. Diese Anspruche 
machen jedoch keine Aussage, auf welche Art und Weise die beiden optischen 
Eigenschaften eingestellt werden. So ware es nach dem Wortlaut der Anspruche 1 , 9, 10 
und 1 1 z.B. auch moglich, dass eine weitere optische Eigenschaft dadurch eingestellt wird, 
dass die Waferdicke oder irgendein anderer geeigneter Parameter geeignet gewahit wird. 
Der geanderte Anspruch 1 macht jedoch im Vergleich zu den Aussagen der Anspruche 1 , 
9, 10 und 1 1 eine spezifischere Aussage: Laut Anspruch 1 wird die Emissivitat des 
Kalibrationswafers "durch eine Dotierung mit Fremdatomen und/oder eine Erzeugung von 
Gitterdefekten" eingestellt, wahrend eine weitere optische Eigenschaft durch Beschichten 
des Wafers eingestellt wird. 
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Da auch in der Beschrelbung keine Textstelle gefunden werden konnte, die die spezifische 
Ausssage des Anspruchs 1 , dass eine weitere optische Elgenschaft durch Beschichten 
des Wafers eingestellt wird, unmittelbar und eindeutig offenbart, bringt der geanderte 
Anspruch Sachverhalte ein, die uber den Offenbarungsgehalt der intemationalen 
Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. 

Der Berfcht wird daher ohne Berucksichtigung dieser Anderung erstelit (Regel 70.2c) 
PCT), d.h. der Wortlaut des ursprungliclien Anspruclis 1 1 wird verwendet: wobei "der 
Wafer zusatzlich bescliichtet wird, um die optische Eigenschaft (also die Emissivitat) 
einzustelien" 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tafigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 
D1: DE-A-3 803 336 

Die vorfiegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordemisse des Artikeis 33(1) PCT, well der 
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen TStigkeit im Sinne von Artikel 
33(3) PCT beruht. 

Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammem beziehen sich auf dieses Dokument)3 

Verfahren zum Herstellen eines Kalibrationswafers (1), der wenigstens eine vorbestimmte 
Emissivitat aufwelst (der bekannte Wafer weist zwangslaufig eine vorbestimmte Emissivitat 
auf), mit folgenden Verfahrensschritten : 

Vorsehen eines Wafers (1) aus einem Halbleitemnateriai; Bearbeiten des 
Volumenmaterials des Wafers zum Einstellen der vorbestimmten Emissivitat (in Dokument 
D1 wird dieser Schritt zum Einstellen einer vorbestimmten Reflektivitat ausgefuhrt, was 
dann aber auch zu einem Wafer mit vorbestimmter Emissivitat fuhrt; auBerdem verleiht die 
Ausfuhmng eines aus dem Stand der Technik bekannten Schrlttes, der lediglich zu einem 
anderen Zweck ausgefuhrt wird, dem Herstellungs-verfahren keine Neuheit, da der aus 
dem Stand der Technik bekannte Schritt und der Verfahrensschritt aus dem Anspruch ja 
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identlsch sind) durch eine Dotierung mit Fremdatomen und eine Erzeugung von 
Gitterdefekten (in Dokument D1 werden Fremdatome (Arsen) durch lonenimplantation in 
der Wafer eingebracht, was zu Gitterdefekten f uhrt). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich dalier von dem bekannten Verfahren 
dadurch, dass der Wafer zusatzlich beschichtet wird, urn die optische Eigenschaft 
einzustellen. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 
die Emissivitat auf zwei unterschiedliche Arten (Bearbeiten des Volumenmaterials + 
Besdiicfiten der Oberflache) einzustellen. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeidung vorgeschlagene Losung kann aus 
folgenden Grunden nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artlkel 33(3) PCT): 

Das Dokument D1 beschreibt in seinem zweiten Ausfiihrungsbeispiel (Spalte 3, Zeilen 56 - 
61 und Fig. 6) hinsichtlich des unterscheidenden Merkmals dieselben Vorteile wie die 
vorliegende Anmeidung. Der Fachmann wurde daher die Aufnahme dieses Merkmals in 
das erste in Dokument D1 beschriebene Ausfuhrungsbeispiel als eine Qbliche MaBnahme 
zur Losung der gestellten Aufgabe ansehen. 
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Pateentanspriiche 

Verfahren zum Herstellen eines Kalibrationswaf ers , 
der wenigstens eine vorbestimmte Emissivitat, auf- 
weistr itiit folgenden Verf ahrensschritten: 
Vorsehen eines Wafers aus einem Halbleitermaterial; 
Bearbeiten des Volvimenmaterials des Wafers zum Ein- 
stellen der vorbestimmten Emissivitat durch eine Do- 
tierung mit Fremdatomen und/oder eine Erzeugung von 
Gitterdef ekt en ; und 

Beschichten des Wafer,. \im eine weitere optische Ei- 
genschaftr insbesondere eine vorbestimmte Reflektivi- 
tat^ einzustellen. 

Verfahren nach Anspruch 1/ dadurch gekennzeichnet 
dass die Emissivitat auf einen Wert zwischen 0,25 und 
0,8 eingestellt wifd 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das die Dotierung mit Fremdatomen 
und/oder die Erzeugung von Gitterdef ekten uber das 
Volumenmaterial des Wafers hinweg im wesentlichen ho- 
idogen erfolgt. 

Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Dotierung mit Fremdatomen und/oder 
die Erzeugung yon Gitterdef ekten in einem vorbestimm- 
ten Bereich, insbesondere einer Schicht des Wafers, 
erfolgt. 

Verfahren. nach Anspruch 4, dadurch gekenn.zeichnet , 
dass eine Oberf ISchenschicht des Wafers dotiert wird. 
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Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch- 
gekennzeichnet, dass fur die Dotierung mit Bor, Phos- 
phor und/oder Arsen als Fremdatome erfolgt. 

Verfahren nach einem der Ansprache 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Einstellung im wesent lichen 
ausschliefilich tiber die Dotierung und/oder die Ein- 
stellung der Gitterdefekte erfolgt. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Wafer mit einer Dichte von 
Fremdatome dotiert wird, die zwischen lO" und lO" 
Fremdatoraen pro Kubikzentimeter liegt. 

Verfahren nach einem der Ansprache 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Einstellung wenigstens teil- 



weise 



iiber die Wahl der Dicke " des Wafers erfolgt. 



Verfahren nach einem vorhergehenden Ansprtiche, da- 
durch gekennzeichnet, dass eine Ref lektivitat des Wa- 
fers auf einen Wert zwischen 0,2 und 0,8 eingestellt 
wird. 

Verfahren nach einem vorhergehenden Ansprtiche, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Wafer mit einer metal- 
lischen Schicht beschichtet wird, um die weitere op- 
tische Eigenschaft einzustellen. 

Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Wafer mit Kobalt beschichtet wird. 
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